Abstract

La tecnologia més prometedora per les futures interconnexions intra-xip i de
xip a xip és la fotonica de silici, en que 'electronica i la fotonica s’integren
monoliticament, només requerint linies de procés CMOS estandard per a la
fabricacié. L’ interaccié no lineal pot proporcionar capacitats de processa-
ment totalment oOptiques, sense les limitacions d’ample de banda imposades
per lelectronica. El silici té un coeficient de Kerr, que és 100 vegades més gran
que la silice, aquest fet, juntament amb el fort confinament a causa de la gran
diferencia d’index de refraccid, permeteix utilitzar efectes no lineals amb una
potencia optica relativament baixa.

No obstant aixo, a 1,5 micres de longitud d’ona, el silici també es sotmet a
I’absorcié de dos fotons, generant portadors amb dinamica més lenta que poden
emmascarar l'efecte no lineal Kerr ultrarapid. Hi ha diferents estrategies per
reduir I'efecte dels portadors, com accelerar portadors a través d’una unié PN
o reduir el temps de vida dels portadors a través de la introduccié de centres
de recombinacié. Una altra possibilitat és utilitzar una guia ranurada, amb
la majoria de la llum confinat a la ranura i no en el silici [IH3]. EI silici
amorf també ha de ser considerat, per la seva alta no linealitat i baixos efectes
de portadors [4]. En aquesta tesi, es consideren totes aquestes guies d’ona i
estructures (anell resonant o MZI) per a la fabricacié de commutadors totalment
optics a velocitats de 40 Gb/s o superiors.



